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Horizontal Batch PECVD furnace

o I&F 7kA(SH4, NH3, 02, 7|EtS8)& As/+3 a5 7t iR (GC) .
o Ct4=2| Furnace ¥/E&= 7|EF &d|of| (IZE SEEH 7t/ A SFUS XS/ YW ojL{E= HA

(VMB)
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o Furnace H=2 ZHO|d XtE 2|2 & CHEF HX MS 1
o /Al ASLE-E Horizontal Batch diffusion furnace (passivation, emitter masking ¥ 7|Ef R &of =
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SVCS Process Innovation s.r.o.
Head office:

Optatova 37 - 637 00 Brno « CZECH REPUBLIC
Tel.: 420 541 423 211 - Fax: 541 221 580
e-mail: info@svcs.eu « www.svcs.eu

* SVCS Shanghai

3rd Floor « Building 9# « No.14 « Lang 484.
Si'Ping Road « Shanghai, 200092 « CHINA
e-mail: tony.wang@svcs.com.cn

H. Fillunger & Co.Pvt.Ltd.

Mumbai-Pune Road - Opp: Empire Estate

Pimpri - Pune 411 018 - INDIA

e-mail: pune@fillunger.com - www.fillunger.com

S.H. Korea

406 Dooson Zizel Officetel - 644-4 « Nonhyun-Dong
Namdong-Ku « Incheon « KOREA

e-mail: ed.lee@shkorea.kr - www.shkorea.kr
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Advanced Equipment MP Co. Ltd.

2-30-4 Jyosui Minami-cho Kodaira-shi

Tokyo « Japan 187-0021

e-mail: saitoh@aempjp.com - www.aempjp.com

6 October City - Giza « Egypt.
Tel. +2(0) 22 35 63 24 - Fax +2(0) 22 35 63 24 (Egypt)
Email: info@picotronica.com - www.picotronica.com

EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Entreprise
and Innovations for Competitiveness
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Production plants:

Tel.: +420 517 070 010 - Fax: +420 571 688 373

Televizni 2618 - 75 661 Roznov pod Radhostém « CZ
Tel.: +420 571 616 075 - Fax: +420 571 688 373

000 «SVCS»

ConHeyHas annes fom 6 « opuc 223
124498 MockBa « 3eneHorpap « POCCUA
e-mail: info@svcs.ru « www.svcs.ru

Sung Yuan Biotechnology Co., Ltd.
No.818 - Wen-San Road « Up-Mountain village
Chung-Lin Hsiang « Hsin-Chu County 307 - TAIWAN R.O.C
e-mail: thomas.liu99@msa.hinet.net

Testone Teknoloji Coziimleri

Gursel Mah. Ikbal Sokak Testone Binasi:7
Kagithane/Istanbul « TURKEY

email: semih@testone.com.trs www.testone.com.tr

SVCS CO.

330 S Pineapple Ave. S-110

Sarasota « Florida 34236 « USA

e-mail: info@svcspi.com « www.svcspi.com

Australia
Tel.: +61 (0)2 9676 6769 « Mob: +61 (0) 3904 3893
email: amy@uhpaustralia.com - www.uhpaustralia.com
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\ Dr Mohammad Mahmoud « Building # 18A « District # 11, Unit 4 - 20 Valediclion Road « Kings Park - NSW 2148 * ¥ e
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